


Специальный интерес вызьmают представленная К.С. Давыдовской 

четырехуровневая модель, учитывающая донорный уровень и возникающие 

в результате облучения три типа глубоких акцепторных уровней в 

запрещённой зоне 4H-SiC и позволяющая объяснить различия в определении 

концентраций носителей по результатам вольт-амперных и вольт-фарадных 

измерений. 

Результаты диссертации К.С. Давыдовской отражены в 15 (!) 

публикация, больш_инство из которых являются полновесными журнальными 

статьями. 

В заключение отмечу, что, исходя из содержания автореферата, 

диссертация К.С. Давыдовской является качественной квалификационной 

работой и соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор - Клавдия Сергеевна ДАВЫДОВСКАЯ заслуживает 

присуждения ей степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.3 .11 - Физика полупроводников. 
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